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OEM:Valvo Transistor 2N5088 Datasheet

DATEN VORLAUFIGER MUSTER' 2N 5088

2N 5089

EILIZIIM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir rauscharme NF - Vorverstirker

Mechanische Daten:

GehHuse:; Kunstataff,
JEDEC TO-92

MalBangaben in mm.

- 10,40

} min

m— 12, Tmin ——= .
] &
r==a 5 i

—-] 2 I-» nicht konteailiarter Bereich
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Eurzdaten: 2NBOBAE 2N BOBD
Eollektor-Emitter-Sperraspannung UC! o= BAX. an 25 VW
Eollektorgleichatrom IC = WAX. 50 mi
Gesamtverlustleistung bei 8, = 25° Py, = Bax. 625 av
Sperrschichttemperatur IJ = BAX. 150 °c
Gleichsatromverstirkung N

bei "Tcx =8V, I'.'I = 1 md B = a50 450
Rauschzahl

bei U _ =8 V; I, . = 100 pA <

und f = 10...15700 Hz F = 3 2 dB
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OEM:Valvo Transistor 2N5088 Datasheet
Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8 -n} 2N 5088 2N 5089
Kollektor-Sperrapannung bei I, = L1 13 ul:l! o = WeT. a5 w v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = O: UEE o = mes. 3o 26 ¥
Emitter-Sperrspannung bei IL‘ = Ot UEB o = Waz. 4,8 v
Kellektorgleichatrom: IE = EBAX. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei &, 3 25%c: Piot = WAX. 625 mh
1]
Sperrschichttemperatur: }J = MAX. 150 C
L]
Lagerungstemperatur: &5 = min. =65 c
b = max. 160 °c
Wirsewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry v 200 E/W
750 FRILIE S
Frot max
mw) e
$00
2504
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2N 5088
2N 5089

Esnmweriss 2 N_5088 2 N_5089

bei &, = 25”C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Purchbruchspannung
be i [E = 0, l'ﬂ = 100 pAz

Kollektor-Emitter-Durchbruehspanmnang
bei ]B-ﬂ.. IC-II.M

U aR) “02 as 0 v

"[ BR) CE O

Kollektor-Reststrom

bei IH.“' Uc!-Eﬂ V1 1

Emitter-Restatrom
bei l[: = 0, ull- 3,0 Vi IEBD
be i ]C =0, l:I'Bn = 4,56 Vi IIB 0
Eollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei ['I: = 10 mA, I!‘ = 1 mA: 1.1“ sat = 05 v

| Fat

CB O

g

nA
100 nA

Basisspannung

bei IIEE-H‘F. :c-mu: i}

[ N

BE 0,8 L
Gleichatromverstirkung

bei “EB = 5V, ]G = 100 pAx

hllUcE-E\'.Icslﬂl B

bei U':l = BV, Ic m 10 mAsz

Kurzschluli-Stromverstirkung
bei chnﬁ'ﬁ ICII“

und f = 1 kHz; ] = 350 - 1400 450 - 1800

300 - 900 400 - 1200
350 450
300 400

B i

Transit=-Frequens
bei I'TI;E =5V, IE = 500 pA
und l'" = 20 MHz: f

| b3

KEollektorkapagitit

bei “EB =5V, I

Emitterkapazitit
bei UEH = 0,58 V, Icnﬂ, f=100 kfz: C

A

=0, f = 100 kfz: [

E - 4,0 pF

|

10 pF

Rauschzahl
biiuﬂ:-b\'. lc-lmu.l = 10 kR

und 8, = 25, f = 10...15700 Hzp F = 3  dB
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